Monolitycznie odwrocone azotkowe diody luminescencyjne i laserowe
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Stosowanie azotkdéw grupy trzeciej zrewolucjonizowato rynek zrddet Swiatta wysokiej
efektywnosci[1]. Mimo ogromnych $rodkéw inwestowanych w rozwdj struktur azotkowych
czes¢ naturalnych ograniczen tych materialow stawia bariery uniemozliwiajace ich jeszcze
szersze zastosowanie. Posrdd tych barier wymieni¢ nalezy wysoka rezystywno$¢ materiatu
typu p oraz konieczno$¢ aktywacji przewodnictwa typu p przez termiczne usuni¢cie wodoru
pasywujacego akceptory. Brak dyfuzji wodoru przez warstwy typu n oraz konieczno$¢
aktywacji typu p naktada na struktur¢ powazne ograniczenie polegajace na umiejscowieniu
warstw typu p na wierzchu krysztatu[2].

Alternatywne podejScie umozliwia zastosowanie epitaksji z wigzek molekularnych z
uzyciem plazmy azotowej, jako zrdédia aktywnego azotu. Technika ta pozwala na
otrzymywanie wysokiej jakosci warstw azotkowych bez stosowania amoniaku bedacego
dodatkowo zrédlem wodoru pasywujacego typ p. W ten sposéb zniesione zostaje restrykcyjne
ograniczenie dla heterostruktur azotkowych umozliwiajgc wzrost warstw typu n po warstwach
typu p. To otwiera mozliwo$¢ wytworzenia zlacz tunelowych jak i wertykalne sktadanie
struktur p-n jedna na drugiej[3].

W niniejszej pracy pokazujemy mozliwo$¢ zastosowania azotkowych ztgcz tunelowych,
jaka jest efektywne odwrdcenie kierunku przeptywu pradu w strukturze. Ze wzgledu na
obecnos¢ wbudowanego pola elektrycznego w heterostrukturach azotkowych zmiana ta
powoduje zmiang relacji pomiedzy tymze polem a polaryzacja ztacza p-n. W ten sposob, w
strukturach odwréconych, wbudowane pole elektryczne zwigksza efektywno$¢ dostarczania
no$nikéw do obszaru aktywnego oraz, w diodach laserowych, umozliwia oddalenie modu
optycznego od generujacych straty optyczne warstw typu p[4].

W ramach wystapienia zaprezentowane zostang diody luminescencyjne oraz diody
laserowe wykonane w strukturze odwréconej oraz powody ich wyzszej sprawnosci i nowe
unikalne zastosowania.
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